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論文内容~の要旨
低温での磁場中のN型 InSb の浅い準位の不純物状態が，電場下の遠赤外サイクロトロン共鳴
の手段を用いて調べられた。その結果は比抵抗の電場依存性と比較された。不純物の濃度が高い
場合には，低磁場では，不純物準位は伝導帯の中に埋没しているが，高磁場領域では，不純物準
位が伝導帯から分離していく過程が，観測された。一方，不純物の濃度が低い場合には，十分低
磁場まで，不純物準位は伝導帯から明瞭に分離されている。
実験の結果は強磁場中の孤立不純物準位の理論を用いて解析された。また伝導電子によるこの
不純物準位に対する遮蔽効果が検討された。しかしながら実験結果は，これらの孤立不純物理論
だけでは説明出来なく，不純物状態の帯化を，考慮しなければならないことを示している。従っ
て最近提出された強磁場中の不純物帯の理論との比較がなされた。実験結果は，この不純物帯の
理論で良く説明され，不純物状態が帯化していることが確認された。 N型 InSb の比抵抗の電場
依存性に関して，最近，二種の異なった解釈がなされていたが，現在の実験結果はこの原因に対
して，電場による不純物帯から伝導帯への電子の移動によるものであることを支持している。
論文の審査結果の要旨
半導体の不純物帯の問題は長い研究の歴史にもかかわらず不明の所が多い。乙の研究は実効質
量の小さい乙と，および易動度の大きいことで代表的な半導体である InSb をとりあけ，その不
純物状態を研究したものである。 InSb の不純物帯が零磁場で伝導帯と独立して存在するかどう
かは現在も論争の中心である。また電場下における急激な抵抗の降下の原因については二つの異
なった見解が出された。岡君は遠赤外分光の技術を駆使して乙の問題ととり組み電場下における
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InSb のサイクロトロン共鳴を極めて美しいデーターとして取出した。乙の結果 1x 1014cm-3 の
不純物濃度においては不純物帯が伝導帯と独立に存し，またその抵抗変化は不純物帯の電子の衝
突イオン化によることを明らかにした。また，不純物状態に対して Y.K.A 理論を拡張し，新た
な方法にて遮蔽効果をとり入れ，彼の実験と理論とのよい一致を見出した。半導体物理学に対し
て優れた貢献をする論文と考える。
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